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1.はじめに
近年、Cu(In,Ga)Se2(CIGSe)太陽電池のワ
イドバンドギャップ化ならびにタンデム化
により、低電⼦親和⼒を有する新規 n 型バ
ッファ層が求められている。 
 先⾏研究において、低電⼦親和⼒なバッ
ファ層として、ZnO と GeO2の酸化物混晶
である Zn-Ge-O に着⽬し、[Zn]/([Zn] + 
[Ge])⽐を0~8.1%まで変化させることによ
り電⼦親和⼒が 4.06~4.42 eV の範囲で制御
できることを明らかにしてきた。[1]しかし、
低電⼦親和⼒なバッファ層として Zn-Ge-
O を⽤いた場合、Zn-Ge-O/ZnO:B 界⾯の
伝導帯オフセットが⼤きくなり、順⽅向バ
イアス時に Zn-Ge-O/ZnO:B 界⾯の電⼦障
壁によって電⼦の流れが阻害されると考え
られる。本研究では、Zn-Ge-O/ZnO:B 間の
伝導帯オフセットが CIGSe 太陽電池の性能
に及ぼす影響を調べたのでその結果を報告
する。 
2.デバイス解析 
ZnO:B/Zn-Ge-O/CIGSe積層構造を有する
CIGSe太陽電池においてSCAPSを⽤いたデ
バイス解析を実施した。デバイス解析にお
いて、ZnO:B/Zn-Ge-O界⾯の伝導帯オフセ
ットに着⽬し、type1(CIGS/Zn-Ge-O(Ge1
2.8%,50nm)/ZnO:B),type2(CIGS/Zn-Ge-
O(Ge12.8%,25nm)/Zn-Ge-O(Ge6.1%,25n
m)/ZnO:B),type3(CIGS/Zn-Ge-O(Ge12.
8%→Ge0%,50nm)/ZnO:B)の 3 型で⽐較し
た。type1 ではZn-Ge-Oを通常のバッファ
層とし、type2 ではGe濃度の異なる 2 層を
バッファ層、type3 ではGe濃度を連続的に
変化させたバッファ層を仮定した。表⾯付
近のCIGSe光吸収層のGa濃度は 24%であ
り、このときGe濃度 12.8%のZn-Ge-Oに対

して 0.23eVのスパイクが存在している。[1] 
3.結果および考察 
Fig1 に SCAPS を⽤いて出⼒したそれぞれ
の CIGSe 太陽電池の IV カーブを⽰す。デ
バイス解析結果から Zn-Ge-O/ZnO:B 界⾯
の電⼦障壁により、type1 の性能が低下する
ことが明らかになった。これに対して type2
あるいは type3 の伝導帯構造を採⽤するこ
とにより、電⼦障壁の効果が低減された。
当 ⽇ は 太 陽 電 池 特 性 に 対 す る Zn-Ge-
O/ZnO:B 界⾯の伝導帯オフセットの影響
について実験結果とともに議論する。 

 
Fig1. IV curves of a CIGSe solar cell 
obtained from simulation results 
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